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Aufden Bescheid vom 13.01.2005 



In ihrem Bescheid behauptet die Prtifungsstelle, das Dokument D1 (Takashima wataru 
et al. in Polym Int; 1992, Bd. 27, Nr. 3, 1992, Seiten 249-253, XP002271825) wQrde alle 
Merkmale des geltenden Anspruchs 1 vorwegnehmen. Dies trifft jedoch nicht zu. 

In D1 wird zwar ein Speicherelement beschrieben, das organoresistives Material 
verwendet, jedoch geht es dabei zunachst urn die Aufgabe ein elektrisch 
widerbeschreibbares Speicherelement zu schaffen, das heilit, dass hier eine drei- 
Elektrodenstrukur, ahnlich der eines ublichen Feld-Effekt-Transistors realisiert wurde, 
wobei der Memory-Effekt durch den Leitfahigkeitsanstieg im Conducting Polymer CP 
bewirkt wird. Der Aufbau ist in beiden gezeigten Formen nicht planar wie der in der 
vorliegenden Erfindung, erkennbar aus Figur 1, beispielsweise, sondern es handelt sich 
in D1 immer urn einen Schichtaufbau, in dem organoresistives Material CP und Solid 
Polymer Electrolyte SPE in zwei getrennten Schichten vorliegen. 

In der vorliegenden Erfindung wird im Gegensatz dazu ein Aufbau offenbart, der eine 
..EINBETTUNG" des organoresistiven Materials in den Elektrolyten vorsieht. Unter 
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Einbettung ist dabei eine zwei bis drei-seitige Ummantelung des organoresistiven 
Materials durch den Elektrolyten zu verstehen, aber kein Vorliegen in getrennten 
Schichten. 

Zudem unterscheidet sich das Speicherelement auch im Aufbau ganz entscheidend, 
nachdem die Speicherfunktion durch eine einfache Widerstandsbahn in einem wirklich 
planaren, da einschichtigem, Aufbau realisiert wird. 

Deshalb wird in allem Respekt darauf hingewiesen, dass nach diesseitiger Auffassung 
die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 nicht vor bekannt sind, da zumindest die 
Einbettung des organoresistiven Materials in den Elektrolyten durch den Stand der 
Technik nicht vor beschrieben und nicht nahe gelegt ist. Anspruch 1 wird entsprechend 
unverandert aufrecht erhalten. 

Dies umso mehr, als es gerade nach den vorliegenden Dokumenten uberraschend ist, 
dass eine derail einfache Speicherfunktion mit organischen Materialien, noch dazu mit 
der Option optisch auslesbar zu sein, realisierbar ist. 

Anspruch 7 wurde, um der Beanstandung gemaB Art 6 PCT Rechnung zu tragen, als 
Verwendungsanspruch umformuliert. 
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Anlaqe 

Neue Anspruche 1-8 



10/541815 
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Pa tent anspruche 

1. Speicherelement, das im wesentlichen aus organischem 
Material geschaffen ist, wobei die Speicherf unktion 
des Bauelements dadurch erfolgt, dass ein 
organoresistives Material in einem Elektrolyten 
eingebettet ist. 

2. Speicherelement nach Anspruch 1, wobei das 
organoresistive Material durch einen Elektrolyten von 
einem leitfahigen Material getrennt ist,, so dass durch 
Anlegen einer Spannung an das leitfahige Material der 
Ionenstromf luss durch den Elektrolyten eine auslesbare 
Anderung der Leitf ahigkeit und/oder der Farbe in dem 
organoresistiven Material bewirkt. 

3. Speicherelement nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
wobei das organoresistive Material strukturiert auf 
einem Substrat angeordnet ist. 

4. Speicherelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
bei dem die organorestistiven Materialien auf 
konjugierten Ketten basieren. 

5. Speicherelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
bei dem der Elektrolyt wasserbasiert und/oder f est ist. 

6.. Speicherelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
bei dem das organoresistive Material und/oder die 
Materialmischung loslich ist und in Losung verarbeitbar 
ist . 



7. Verwendung eines Speicherelements nach einem der 
Anspruche 1 bis 6 in einer Schaltung, wobei der 
Schaltungsaufbau zwischen einer Masse und einer 



Versorgungsspannung erfolgt und zumindest einen 
Widerstand, ein organoresistives Leiterelement , 
eihgebettet in einen Elektrolyten und eine 
Steuerelektrode umf asst . 

. Verwendung nach Anspruch 7 , wobei der Schaltungsauf bau 
die Speicher in einer Matrix-Anordnung zur Erreichung 
einer hoheren Speicherdichte umf asst. 



